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Soucasné paméti RAM vyuzivané v osobnich pocitacich témét dosahuji limitii miniaturizace.
Tak vznikl prostor pro ndvrh paméti zaloZzenych na novém konceptu, které dokazi tento limit
prekonat. Jednim z adeptd jsou nami navrhované CBRAM paméti CHALKOGENID, které
navic, oproti klasickym kiemikovym pamétem, maji rychlej$i zdznam, informace netcka,
takze maji niz$i spotiebu.

Zabyvali jsme se a spinanim pamétovych cel vyuzivajicich tvorby vodivého vldkna (PMC),
jez jsou soulasti tzv. CB RAM (conductive bridging random acces memory) paméti
predstavujicich jeden z novych, ¢asto zkoumanych typti paméti.

Proces spindni je zaloZen elektrickym polem indukovaném vytvéfeni a zpétném rozpousténi
vodivého mustku mezi dvéma elektrodami v pevném elektrolytu. Elektricky odpor tohoto
elektrolytu je vyrazn& vétsi nez elektricky odpor kovu, ze kterého je vldkno. Stav ON poté
nastava v okamziku, kdy jsou ob¢ elektrody spojeny timto vodivym mustkem. Stav OFF
naopak tehdy, nejsou-li elektrody spojeny timto vlaknem. Nezbytnou podminkou pro dobrou
funk¢énost je dobra pohyblivost kovovych iontd pies elektrolyt. Pozornost je vénovana
ptipravé pamétovych cel Ag/Ag-GeSh,Ss/ITO (Indium Tin Oxide), jejich aktivaci a
naslednému odporovému spinani.
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Obr. 1: Pamétova cela AalAa-GeSh,Ss/ITO

Obr. 2: Schéma spinani programovatelnych metalizacni cely do
stavit ON (4-D) a OFF (E) [10]
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